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PREINSCRÍBETE

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Principios de funcionamiento del 
transistor MOS

2. Modelado del proceso de 
fabricación de un transistor n-
MOS sobre un sustrato de silicio 
de tipo p

3. Tecnologías para la micro 
fabricación del transistor n-MOS: 
oxidación térmica, implantación 
iónica, deposición física en fase 
vapor (PVD), fotolitografía 
óptica, ataque secos y húmedos, 
soldadura por ultrasonidos

4. Encapsulado y caracterización 
del transistor n-MOS

https://upm.es/atenea/
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